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Resumen

En este proyecto se sintetizaran peliculas ultra-delgadas
de oxido de hafnio impurificadas con tierras raras por
medio del método de rocio pirolitico ultrasdnico. Se
estudiaran sus propiedades luminiscentes en funcion de
la temperatura de depésito y de la concentracion del
impurificante y de esta manera determinar las
condiciones de depdsito que nos den como resultados,
las mejores propiedades de emision luminiscente. Las
peliculas se caracterizaran utilizando las técnicas de
difraccion de rayos x de angulo pequefio, microscopia de
fuerza atdmica, espectroscopia de fotones de rayos x
(XPS), y espectroscopia foto-luminiscente.

Introduccién

La investigacion en € campo de materiales
luminiscentes tiene como objetivo, disefiar nuevos
materiales que mejoren las caracteristicas Opticas y
estructurales de los materiales ya existentes. Una de las
aplicaciones mas prominentes de estos materiales
luminiscentes es su empleo en la construccién de
pantallas de plasma y pantallas de campo de emision
(FED) por sus siglas en inglés. [1] El empleo de
diferentes técnicas de sintesis, elementos precursores y
parametros de depdsito dan como resultado peliculas con
diferentes propiedades oOpticas y morfoldgicas. De esta
manera la adecuada eleccion de los diferentes
parametros de depdsito asi como de los elementos base
pueden dar como resultado peliculas delgadas con
buenas propiedades luminiscentes. En este trabgjo se
reportar los resultados preliminares obtenidos en la
sintesis de peliculas delgadas de éxido de hafnio y su
caracterizacion morfoldgicay estructural.

Procedimiento Experimental

Las peliculas se depositaran mediante e método de rocio
pirolitico ultrasdnico sobre sustratos de silicio
monocristalino (100), utilizado acetilacetonatos como
elementos fuente, disueltos en dimetil-formamida a una
concentracion de 0.05M. Las temperaturas de depdsito
estaran en € intervalo de 300 a 600 °C en pasos de 50
°C. Las peliculas se impurificaran con elementos de
tierras raras en concentraciones de 1, 3, 5, 10 y 20 %
atdmico con respecto a la cantidad de hafnio. La
caracterizacion de los depésitos se llevara a cabo

mediante microscopia de fuerza atdbmica en cuanto a su
morfologia superficial, en su composicion quimica se
utilizara la espectroscopia de fotones de rayos x, para
determinar su estructura cristalina usaremos la difraccién
de rayos x de angulo pequefio y las propiedades
luminiscentes se evaluaran mediante la espectroscopia
foto-luminiscente.[2]

El método de rocio pirolitico ultrasdnico consiste en la
generacion de un rocio a partir de la solucién precursora,
por medio de un piezo-eléctrico ultrasonico. Las gotas
que conforman el rocio son transportadas por un gas de
arrastre para luego depositarlas sobre el sustrato caliente,
donde se lleva a cabo |a reaccién pirolitica para obtener
la pelicula de 6xido de hafnio.[3]

Conclusiones

Se estudiaran las caracteristicas obtenidas en la
fabricacion de peliculas ultra-delgadas, asi como las
mejores condiciones parala creacion de dichas peliculas,
esperando obtener un material con  caracteristicas
fisicas, quimicas y |uminiscentes éptimas para su posible
uso en pantallas de plasma y pantallas con campo de
emision.
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